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緒言：電気・熱・光学的に優れた特性を持つグラフェンとシリコンを組み合わせることで電子デバ

イスへの応用研究が進められている．しかし，グラフェンはシリコン基板上に物理的に吸着させ

ることが多く，接合強度が弱いことからグラフェンの剥離が生じやすいという問題がある．これ

を解決する手法として，当研究室では水素終端化シリコン基板上への化学結合を介した酸化グラ

フェン（graphene oxide, GO）の固定化に成功した [1]．本研究では電流計測原子間力顕微鏡

(Conductive Atomic Force Microscopy, C–AFM)を用いた GO/シリコン接合界面の電気特性評価を報

告する． 

実験と結果：水素終端化した n型シリコン(111)基板表面に GOの 1−propanol分散液をスピンコー

トすることでGOの固定化を行った．C–AFM測定には Rhコートシリコンカンチレバーを用いた．

表面形状像と電流マッピング像を Fig. 1に示す．GO上ではシリコン上に比べて，多くの電流が流

れていることが明らかになった(Fig. 1 (b))．酸化膜の影響で電気的に絶縁されると考えられるが，

GO がシリコンと化学結合を形成することでシリコンの酸化を防ぎ，電気的結合を保持できるこ

とを示している．当研究室では過去に水素終端化シリコン基板に固定化した GO へ光を照射する

ことで，酸化グラフェン還元体（reduced graphene oxide，rGO）の作製についても報告を行っており，当

日は rGO/シリコン接合界面の結果もあわせて報告する． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 (a) AFM topographic image of a GO sheet on hydrogen–terminated silicon. 

(b) Simultaneously recorded current map of the surface. 
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